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Conclusiones de la Tesis 
 
 El desarrollo de la tesis es entender los mecanismos de conducción y 
comportamientos eléctricos y ópticos que presentan en la interfase PS/c-Si en dos 
estructuras tipo resistiva (Metal/PS/Metal) y tipo diodo (Metal/PS/c-Si/Metal), para 
fabricar y caracterizar dispositivos semiconductores basados en silicio poroso sobre 
silicio cristalino. 
 
 Para la fabricación de las capas porosa se estableció un proceso con diferentes 
condiciones las cuales nos permitieron crecer capas porosas sobre distintos substratos 
de silicio cristalino, en la cual fuimos desarrollando un control en la densidad de 
corriente del proceso para así poder mejorar la uniformidad y homogeneidad de las 
capas porosas. Determinamos que existe una relación en la fabricación de las capas 
macroporosas sobre substratos tipo – n ya que incrementando el tiempo de ataque a 
concentraciones de HF bajas se disminuye la reflectividad normalizada, mejorando 
así las capas antireflectivas basadas en silicio macroporoso. Para las capas fabricadas 
sobre substratos tipo – p, es mas difícil hacer crecer capas macroporosas pero para 
substratos muy dopados encontramos que con espesores mas delgados se pueden 
encontrar bajos valores de reflectividad normalizada. De igual manera se obtuvieron 
aumentos del espesor de las capas porosas para tipo – p incrementando el tiempo de 
ataque de HF, a diferencia de las tipo – n que fueron fabricadas en ordenes de 
minutos estas fueron fabricadas con tiempos del orden de los segundos a 
concentraciones altas de HF. En conclusión, incrementando el tiempo de ataque de 
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HF se incrementa el grosor de la capa y los poros son más grandes, homogéneos y 
uniformes. 
 
 Uno de los principales problemas de los dispositivos semiconductores son los 
contactos metálicos y el comportamiento eléctrico que para las muestras fabricadas 
con substratos tipo – p observamos un mejor comportamiento. Se realizaron varias 
metalizaciones en busca de mejorar estos efectos en las interfases Metal/PS y PS/c-Si 
donde se estableció que el mejor desarrollo para dispositivos es trabajar con capas 
mas finas de PS, en la cual para nuestros resultados conseguimos mejorar los 
contactos metálicos utilizando la técnica de metalización de la evaporación. 
Obtuvimos para la metalización de Au un comportamiento ohmico para los contactos 
con las capas porosas lo cual nos permitió obtener un buen comportamiento eléctrico 
en los dispositivos basado en PS. 
 
 Para los dispositivos diodo Metal/PS/c-Si/Metal se obtuvieron resultados 
como factores de idealidad altos tanto para los capas macroporosas como las 
microporosas fabricadas con diferentes soluciones de HF, corrientes de oscuridad 
bajos permitiendo eliminar las posibles corrientes de fuga, rectificación Schottky de 
ordenes de magnitud, corrientes de saturación que aumenta con el incremento del 
ataque electroquímico comparables con diferentes trabajos reportados por otros 
grupos recientemente. Igualmente para los dispositivos Metal/PS/Metal (MSM), 
como se ha podido observar desde dispositivos sensores ópticos como térmicos 
fueron desarrollados con estos parámetros basándonos de diferentes modelos 
eléctricos y ecuaciones que nos permitieron llegar ha los resultado publicados tales 
como energías de activación del orden 0.25 eV, densidades de estados para muestras 
fabricadas con pocos tiempos de ataque del orden de los segundos,  Para completar el 
estudio deferentes análisis tanto en DC como en AC fueron determinantes para poder 
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llegar a un buen entendimiento de comportamiento de los dispositivos 
semiconductores basados en PS. Se obtuvieron los parámetros eléctricos que 
controlan el comportamiento AC en los resistores Au/PS/Au en los cuales el modelo 
eléctrico general permite ajustar tanto como los valores de la conductancia y 
capacitancía al igual que la impedancia compleja para las muestras, dando a conocer 
la dependencia del voltaje en las capacitancía internas de la muestra, también 
determinamos el comportamiento dieléctrico dando a conocer la dependencia con la 
frecuencia. 
 
 Los dispositivos fabricados como sensores de temperatura son comparables 
con los resultados obtenidos en otros trabajos tanto para otros materiales como para 
capas porosas de  otros grupos de investigación. La dependencia de la temperatura de 
la resistencia de los termistores muestran un comportamiento lineal lo cual nos 
permite decir que el comportamiento es ohmico. 
 
 Los resultados de los dispositivos fabricados fueron establecidos primero 
entendiendo los mecanismos que controlan dichas capas porosas, fueron obtenidas 
propiedades ópticas como las eléctricas, con el fin de poder comprender los 
mecanismos que controlan el comportamiento eléctrico de las capas porosa, con este 
motivo se realizaron diversos estudios tanto para el contacto Metal/PS como para la 
unión PS/c-Si. Se obtuvieron diferentes comportamientos tanto para las capas 
gruesas de silicio macroporoso como para las capas delgadas, para las capas 
macroporosas fabricadas como capas antireflectivas ARC obtuvimos buenos 
resultados tanto para las capas fabricadas sobre obleas tipo  - n y tipo – p de silicio 
cristalino, que cuando se incrementa el tiempo de ataque se puede disminuir los 
valores de reflectividad normalizada, para ambos se obtuvieron valores por debajo 
del 1% de la reflectividad normalizada ya que como se dijo antes al mejorar la 
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porosidad de la capa permite que exista una mayor absorción de la luz y por esto 
mejorar la reflectividad. 
 
 Se obtuvieron dispositivos fotodetectores con corrientes de oscuridad bajos 
comparados con otros trabajos lo cual permitió la detección de un rango de luz 
blanca y en el rango espectral a dos longitudes de onda tanto en el rango cercano al 
IR y en el visible cercano al ultravioleta. Los valores de fotocorriente  para los 
fotoconductores son mas elevadas para el rango de potencia medidos, al igual se 
puede decir que estos dispositivos poseen una respuesta rápida en la detección pero 
se necesita mejorar el dispositivo pensando en optimizarla detección y en lo posible 
poder ser selectivo. 
 
 En el curso de la tesis se desarrollaron diversas aplicaciones tanto eléctricas 
como ópticas basadas en PS/c-Si obteniendo resultados comparables con los 
reportados por otros autores. Las investigaciones se centraron en entender el 
comportamiento metal/PS con contactos metálicos depositados por dos diferentes 
técnicas de metalización, en la cual dependiendo del tipo y resistividad de la oblea 
obtenemos diferentes morfologías que me permiten comprender los diferentes 
comportamientos en presencia de la temperatura y de la luz; buscando el desarrollo 
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